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【はじめに】本研究グループは、コアシェル型 GaN ナノワイヤ（NW）を用いた高効率半導体レ
ーザの実現を目指しており、電流注入のためにトンネル接合（TJ）を介して、n-GaN で埋め込む
構造を検討している。このような埋め込み構造では、NW 側壁の活性層へ均一な電流注入が可能
となるが、それを実現するには n-GaN 埋め込み層における直列抵抗の低減、表面の平坦性およ
び隣接する NW 間に発生するボイドの抑制が重要である。現在、量子殻 LD の直列抵抗のうち埋
め込み層の直列抵抗は約 20％を占めている。本研究では、n-GaN 埋め込み層の結晶成長と抵抗
値に関する検討を行った。 

【実験方法と結果】ナノインプリントリソグラフィ加工を施し、パターンが形成された SiO2 マ
スクの開口部から c 軸方向に n-GaN core を成長させ、その後 Fig.1 のように n-GaN で埋め込み
を行った。本検討のサンプルでは、n-GaN 埋め込み層のみの抵抗値を評価するために、活性層、
p-GaN 層、TJ 層を成長させていない。n-GaN 埋め込み層の SiH4 の流量を従来の条件である
3 × 10−2µmol/min から6 × 10−2µmol/min、9 × 10−2µmol/min と増加させ、構造評価と電気特性を
評価した。電極は TiAlTiAu(30/300/20/150nm)を使用し、アニールは N2雰囲気で 500℃、10min 行
った。Fig.2 (a)および Fig. 2 (b)に埋め込み層の SiH4流量を変化させた際の表面および断面の SEM

像を示す。SiH4の流量を変化させても、NW 間のボイド発生、表面の荒れ具合に大きな変化は見
られなかった。抵抗値は、電極間距離 10µm で-1.00V から 1.00V まで5.00 × 10−3V 毎に電流を測
定し、I-V 特性の傾きより求めた。埋め込み層の SiH4流量と抵抗率の関係を Fig.3 に示す。SiH4

流量が3 × 10−2µmol/min のサンプルに比べ、SiH4流量が6 × 10−2µmol/min と9 × 10−2µmol/min の
サンプルでは、抵抗率が減少した。しかし、SiH4流量が6 × 10−2µmol/min と9 × 10−2µmol/min の
サンプルでは、抵抗率に大きな変化は見られなかった。これは、SiH4流量を増やしたことでキャ
リア密度は高くなったが、一方で移動度が低下したことによるものだと考えられる。本研究によ
ってボイドの抑制および表面平坦性を確保しつつ、n-GaN 埋め込み層の抵抗を低減することが
できた。当日は、SIMS による不純物濃度の結果も含め、報告する。 
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